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Zatgcznik nr 4 do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/29/009/D/24, ZP/A/WETI/24

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest dostawa zestawu do osadzania warstw PE/HF CVD z akcesoriami -
osprzetem dla Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskie;j.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe do siedziby zamawiajgcego: Politechnika Gdanska,
Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek
WETI A (nr 41), pokdj 116.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot zamoéwienia w kazdej czesci postepowania byt fabrycznie
nowy, kompletny o wysokim standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci wykonania, jak rowniez
funkcjonalnosci, wolny od wad materiatowych i konstrukcyjnych, bez wczesniejszej eksploataciji i nie
moze by¢ przedmiotem praw oséb trzecich.

Zamawiajgcy bedzie badat zgodno$é wymaganych cech oferowanych urzgdzen wylgcznie w
zakresie tych, ktére zostaty ujete w specyfikacji technicznej SWZ. Dla potrzeb badania Zamawiajgcy
wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej.

Kody wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Czes¢ 1: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.

Parametry techniczne - PE/HF CVD — zestaw do osadzania warstw

1. Wymagania ogodlne:

- Dualny mikrofalowy system plazmowy PE/HF CVD — zestaw do osadzania warstw musi mie¢
zdolnos¢ do dwukomorowej pracy w plazmie mikrofalowej 2,45 GHz o gestosci od niskiej do
wysokiej mocy w celu przyspieszenia tempa wzrostu.

- System powinien oferowa¢ mozliwosci kontroli temperatury, zwtaszcza przy wysokiej gestosci
mocy mikrofalowe;.

- System musi dziata¢ efektywnie w szerokim zakresie cisnien 10-200 Torr.
- Wymagane sg pokrywy z klapami utatwiajgce umieszczanie substratow i czyszczenie komory.

- System powinien zapewnia¢ opcje sterowania automatycznego, pétautomatycznego i recznego w
oparciu o receptury.

2. Zastosowania:

- System powinien by¢ zdolny do obstugi réznych aplikacji, w tym:

- Wzrost pojedynczych krysztatéw diamentu (Srednica 2") do zastosowanh takich jak monokrysztaty,
narzedzia i elektronika.

- Produkcja mikrokrystalicznego diamentu klasy optycznej o najwyzszej jakosci (Srednica 2-3").

- Wzrost ré6znych gatunkéw mikrokrystalicznego diamentu o wysokim tempie wzrostu (Srednica 2-4").
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- Produkcja nano- i ultra-nano-krystalicznego diamentu ($rednica 2-4").

3. Szczeqoty techniczne:

- oparty na mikrofalowym osadzaniu z fazy gazowej wzmocnionym plazmg chemiczng

- uchwyty na probki kompatybilne z podtozami o typowej srednicy 2 cali z mozliwoscig zwiekszenia
do 4 cali

- niejednorodnos¢ powitoki na dtugosci 2" mniejsza niz 1%, na dlugosci 3" mniejsza niz 5%, na
dtugosci 4" mniejsza niz 10%

- zakres temperatur osadzania od 475 °C do 1475 °C

- dwie komory chtodzone wodg, prézniowe z wizjerami optycznymi, wykonane z aluminium oraz stali
316.

- materiaty kwarcowe lub szklane (takie jak okno mikrofalowe lub stoik dzwonowy) odizolowane od
jakiegokolwiek kontaktu z plazma

- bramy szybkiego dostepu do zatadunku prébek o srednicy co najmniej 20 cm

- szczelnosé komoér prozniowych co najmniej 10-9 mbar-I/s lub lepsza

- jednostki prézniowe oparte na obrotowej pompie olejowej lub opcjonalnie pompie suchej

- ci$nienie bazowe w komorze 10-2 mbar lub nizsze

- automatyczna kontrola cisnienia podczas procesu osadzania w zakresie od 10 do 220 Torr

- automatyczna kontrola procesu z PLC

- automatyczny, zmotoryzowany tuner mikrofalowy dostepny jako opcja

- wszystkie zawory sg automatycznie sterowane przez sterownik PLC, bez zaleznosci od operatora

- dwukolorowe pirometry IR do monitorowania temperatury poditoza za pomocg S$wiattowodu z
cyfrowym wyswietlaczem, zakres temperatur od 475 do 1475 °C

- petle sprzezenia zwrotnego w sterowaniu procesem zapewniajgca stabilnos¢ temperatury lepsza
niz 1°C w ciggu tygodni

- dwa zasilacze mikrofalowe o mocy co najmniej 6 kW kompatybilny z czestotliwoscig 2,45 GHz
(mozna rozwazy¢ tryb CW i impulsowy)

- petnozakresowe mierniki prézni i wysokiej doktadnosci mierniki ciSnienia procesowego z cyfrowymi
wyswietlaczami, automatyczna kontrola ci$nienia procesowego

- 12 kontroleréw przeptywu masowego do sterowania przeptywem gazu, umozliwiajgcych kontrole
wysokiej stabilnosci az do kontroli ppm w mieszaninie gazéw

- regulowane wspotczynniki korekcji gazu kontroleréw przeptywu masy w oprogramowaniu lub
sprzecie

- porty do podgladu/diagnostyki plazmy i podtoza w ptaszczyznie i z gory
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- standardowe przytgcza gazu i wewnetrzne przytgcza przeptywomierza - wszystkie VCR 1/4 cala

- dziatanie systemu w petni zautomatyzowane, sterowane za pomocg komputerowego interfejsu
GUI, odpowiedni komputer w zestawie

- reczne i automatyczne sterowanie recepturami z rejestracjg danych parametréw procesu
- mozliwo$¢ monitorowania online parametrow osadzania, w tym zdalny dostep przez Internet

- sprzetowe i programowe blokady bezpieczenstwa (nieodtgczna kontrola zasilania, temperatury,
ciSnienia, przeptywu masy, chtodzenia wodg, btedow PLC, MW Ilub btedéw komunikacji,
nadcisnienia, btedoéw kolektora itp.)

- sprzet jest w stanie automatycznie powréci¢ do trybu bezpiecznego po krytycznym zadziataniu
blokady.

4. Akcesoria

- Obie komory systemu PE/HF CVD - zestaw do osadzania warstw powinny by¢ wyposazone w
pokrywy z klapami utatwiajgce umieszczanie i czyszczenie podtozy.

- Wymagany jest wydajny, wykonany z miedzi, chtodzony wodg stopien w komorze.

- Niezbedna jest stabilna praca plazmy przez diugi czas trwania procesu, szczegdlnie w przypadku
wzrostu grubego diamentu.

- System powinien mie¢ przyjazny dla uzytkownika interfejs z mozliwos$cia rejestrowania danych.
- Nalezy zapewni¢ monitorowanie temperatury na miejscu za pomocg pirometrow IR.

- System musi zawiera¢ dodatkowy zapasowy, podgrzewany indukcyjnie, cylindrycznym grafitowy
uchwyt podioza w standardzie CF 140, zdalnie sterowanie z mozliwoscig przesuwania wzdtuz osi
komory (okoto 60 mm), moc grzatki powyzej 3 kW, srednica uchwytu podtoza co najmniej 3,8 cala,
kompatybilny z molibdenowymi (Mo) zaciskami dla 2-calowych podtozy do normalnych zastosowan
procesowych z mozliwoscig pracy w temperaturze podtoza do 900°C.

- System musi zawiera¢ dodatkowg, zapasowg flansze CF 140 z oknem kwarcowym to transmisji
mocy mikrofalowej do komory CVD, chtodzong wodg z dozownikiem gazéw w standardzie VCR.

- System musi zawiera¢ jedng zapasowg gtowice magnetronowg pracujgcg na czestotliwosci 2,45
GHz o0 mocy znamionowej 6 kW.

5. Pozostate warunki

- Gwarancja na dostarczony sprzet w okresie 1 roku po dostawie, instalacji i petnym szkoleniu
uzytkownikdéw narzedzia. Gwarancja obejmuje wadliwe czesci i ich wymiane na miejscu.

- Oferowany sprzet jest zgodny z dyrektywg EMC Unii Europejskiej i normami elektrycznymi Unii
Europejskiej.

- Zasilanie musi by¢ 240/400V, 50Hz.

- Przedmiot dostawy obejmuje rowniez:



R
\ WYDZIAL ELEKTRONIKI,
— TELEKOMUNIKAC]I

| INFORMATYKI

a
&

POLITECHNIKA
GDANSKA

Zatgcznik nr 4 do SWZ
a) transport towaru do miejsca instalacji
b) instalacje i demonstracje na miejscu wraz z pomiarem widm Ramana
c¢) szkolenie dla personelu na miejscu

d) szczegotowe instrukcije i podreczniki obstugi i konserwaciji



